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１．概要（Summary） 

 炭化ケイ素(SiC)は高硬度・高耐熱・ワイドバンドギャップ

など優れた特性を持つ半導体材料であり、高温化でも動

作可能な電子デバイスへの応用が期待される。しかし、

SiC基板は高硬度などの特性ゆえに難加工性材料であり、

微細構造の加工技術は確立していない。そこで、我々は

イオンビーム照射による表面隆起現象を利用した加工を

検討している。先行研究より SiC にイオンビームを照射す

ると、欠陥生成と原子間結合の変化によって SiC 表面に

隆起構造が形成され[1, 2]、その隆起高さは飛程と照射量

に依存することが分かっている[3]。今回は照射イオン種が

SiC の隆起構造に及ぼす影響を明らかにするため、

RBS/C 測定でイオンビーム照射によって生じた欠陥密度

とその深度分布を測定した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱(RBS）測定装置 

【実験方法】 

高知工科大学の多価重イオンビーム装置を用いて、

4H-SiC 結晶材料に H1+,C1+,N1+,O1+の 4 種類のイオン

を照射した。飛程及び照射量はそれぞれ 115.2nm と 20

×10¹⁵/㎝²で一定とし、チャネリング現象を防ぐためサンプ

ルを結晶軸に対して 3.5°傾けた。イオンビーム照射によ

って SiC 結晶中に生成された欠陥分布を、ラザフォード

後方散乱(RBS)測定装置を用い、RBS/C 法によって測

定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 散乱角 165°で測定された各イオン種を照射した

4H-SiC サンプルで得たスペクトルを Fig.1 に示す。照射

効果を抽出するためいずれも未照射の 4H-SiC サンプル

で測定したスペクトルを差し引いている。この結果から欠

陥の生成数は入射イオンの原子番号の増加とともに増加

することが確認できる。特に、N,O を照射した SiC の

RBS/C スペクトルは飛程より浅い領域でランダムスペクト

ルに重なっていることから欠陥密度は飽和状態に近づい

ていることが分かる。一方でCを照射したSiCの欠陥密度

は飽和していないことから、SiC の構成元素 (Si,C)を照

射した場合は SiC 内部でイオンビーム照射による欠陥の

生成と結晶化が競合していると考えられる。 

Fig. 1  RBS/c spectrum of IB-irradiated 4H-SiC 
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